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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le CEA Leti réalise une matrice d’imagerie infrarouge en HgCdTe avec une résolution thermique sans précédent

Conçue pour des applications dans les domaines de la défense et de la sécurité, la sensibilité de cette matrice avoisine le millième de degré Kelvin

GRENOBLE, France -- 29 novembre 2010 -- Le CEA Leti présentait aujourd'hui la première matrice d'imagerie infrarouge dans la bande des 8-10µm et capable de restituer une image avec une résolution thermique sans précédent (la plus petite différence de température perceptible) de 1 à 2 mK à température ambiante et à une cadence classique de 25-50 Hz.
Le Leti a également réalisé une matrice de détecteur infrarouge en couplant un circuit de lecture innovant, fabriqué à partir de la technologie CMOS sur silicium, à une matrice de détecteurs infrarouges en HgCdTe.

Conçue pour des applications dans le domaine de la défense et de la sécurité, la matrice en HgCdTe a un format de 320x256 pixels tous les 25µm. La sensibilité la plus précise de la matrice avoisine le millième de degré Kelvin à une température de fonctionnement de 77K. Cela représente un gain de sensibilité de 10 à 20 fois par rapport à la sensibilité observée dans les mêmes conditions d’observation avec des composants classiques.
Pour obtenir cette très haute sensibilité, le CEA Leti a conçu et fabriqué un circuit de lecture spécifique en silicium réalisé en filière CMOS de 0,18µm, comportant une conversion analogique-numérique à chaque pixel de détection tous les 25µm.

La conversion analogique-numérique est basée sur le comptage des charges émises par le détecteur. On peut atteindre une charge stockée équivalente de 3 Giga électrons. Ce circuit de lecture, dont le niveau de bruit a été optimisé, permet d'obtenir ainsi une sensibilité sans précédent avec un composant de cette catégorie.
Le CEA Leti a présenté ces résultats cette année lors de la Conférence internationale Defense, Security and Sensing d’Orlando et lors de la conférence internationale SPIE Defense and Security de Toulouse.

Ces résultats sont le fruit des recherches menées au laboratoire conjoint Sofradir-CEA (DEFIR), avec le soutien du CEA, de Sofradir, de la DGA et d’Onera. Sofradir fabrique le détecteur infrarouge en HgCdTe développé par le CEA, sous licence exclusive du CEA.
About CEA-Leti
CEA is a French research and technology public organisation, with activities in four main areas: energy, information technologies, healthcare technologies and defence and security. Within CEA, the Laboratory for Electronics & Information Technology (CEA-Leti) works with companies in order to increase their competitiveness through technological innovation and transfers. CEA-Leti is focused on micro and nanotechnologies and their applications, from wireless devices and systems, to biology and healthcare or photonics. Nanoelectronics and microsystems (MEMS) are at the core of its activities. As a major player in MINATEC campus, CEA-Leti operates 8,000-m² state-of-the-art clean rooms, on 24/7 mode, on 200mm and 300mm wafer standards. With 1,200 employees, CEA-Leti trains more than 150 Ph.D. students and hosts 200 assignees from partner companies. Strongly committed to the creation of value for the industry, CEA-Leti puts a strong emphasis on intellectual property and owns more than 1,500 patent families.
For more information, visit www.leti.fr.
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